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Abstract (en)
[origin: US4359488A] A double layer having a hetero-junction interface for a storage electrode of an electro-optical camera device is produced by
vacuum vapor deposition of n-conductive cadmium selenide or cadmium sulfo-selenide onto a n+-conductive signal electrode layer comprised of tin
oxide. The cadmium material to be vapor deposited is admixed with a small amount of a glass additive, such as boron oxide, the admixture sintered
in vacuum and thereafter the cadmium material is vapor-deposited onto the signal electrode without spattering. The resultant hetero-junction is
substantially free of metallic cadmium and such double layer is particularly useful in a Vidicon target.

Abstract (de)
Eine Doppelschicttt mit Hetero-Übergang soll Teil einer Speicherelektrode für eine optoelektronische Bildaufnahmevorrichtung sein. Sie entsteht
durch Aufdampfen von n-leitendem Cadmiumselenid oder Cadmium sulfoselenid auf eine n<+>-leitende Signalelektrodenschicht aus Zinnoxid. Das
aufzudampfende Material wird unter geringem Zusatz von Boroxid-Glas im Vakuum gesintert und kann dann spritzerfrei aufgedampft werden. Der
Hetero-Übergang ist nahezu frei von metallischem Cadmium. Anwendung insbesonder bei einem Vidikon-Target.
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